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(54) 신  처리 시

(57)  약

핀에 내  신 가 공 게 하는 IC  갖는 신  처리 시 에 , 러한 신  한  1 동  능{ -엠

시 (de-emphasis)}  핀에 공 , 가  신   경  라 , 러한 신  한  2 동  능{가

변 감쇠 (variable attenuation)}  러한 IC에 공 다.  2 동  능   신 에 해 동 하도  사

   해  신 가 칭 가능하게(switchably) 핀에 결합 다.  2 신 가 동 도  칭

,  1 동  능  차단 고,  1 신 가 상당  감쇠 도 ,  2 신 는 낮   피  핀에 결합

다. 가  2 신  핀에 결합시키지 않도  칭  ,  2 신  한 결합 경   낮   피

는   거 , 그에 라 IC  핀에   1 동  능   1 신  복 한다.

  도 - 도3
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특허청  

청 항 1 

신  처리 시 에 어 ,

집  핀(51)에  상  집 에 고 한(intrinsic)  1 신 에 -엠 시 (de-emphasis) 능  공

하  한 단(20)과;

감쇠 능  공하  한 상  집   내  단(22)   2 신 에 해 동 하도 , 상  집  

(extrinsic) 상   2 신 (70)  상  집  상  핀에 결합하  한 단(40 내지 60)

 포함하 , 

상   2 신 는 상  핀에  " (in)"  "아웃(out)"  칭 ,   2 신 가 " "  칭  

상   1 신 는 상  핀에  사 가능하지 않는(disabled),

신  처리 시 .

청 항 2 

 1 항에 어 , 상   1   2 신 는 아날 그  신 , 신  처리 시 .

청 항 3 

 1 항에 어 , 상  감쇠 능  가변 감쇠 에 해 행 는, 신  처리 시 .

청 항 4 

삭

청 항 5 

 1 항에 어 , 상  핀  신  한 양 향 (conduit)  동 하는, 신  처리 시 .

청 항 6 

신  처리 시 에 어 , 

집  에 고 한  1 신  공하  한 단과,

상  집   핀에 공 는 -엠 시  능  상   1 신 에 공하  한 단과,

 2 동  능 공 단  에   1 신  나타내는  3 신  생 하  해 상  집  에 하

여  1 신 에  2 동  능  공하  한 단과,

 2 동  능 공 단  에   2 신  나타내는  4 신  생 하  해 상   2 동  능

공하  한 단   2 신 에 해 동 하도  상  집   핀에 집     2 신  결합

하  한 단

 포함하는, 신  처리 시 .

청 항 7 

 6 항에 어 , 상   1   2 신 는 아날 그  신 , 신  처리 시 .

청 항 8 

삭

청 항 9 

 6 항에 어 , 상   2 신 는 ' (in)'과 '아웃(out)'  칭 가능하고 ' (in)'  칭  ,

 1 신 는 ' 프(off)'  칭 는, 신  처리 시 .
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 상 한 

     

         하는   그 야  래

본 , 집 (IC)  단  단 에  신  능  다  한  열에 한 것 ,  상 하<8>

게는 IC 동  능   신  어하는    도  IC에  신  칭 가능하게(switchably)

결합하는 에 한 것 다.

집  태   많  신  처리  경우에, IC 사들  집 에  진 연결   <9>

하는 것  람직하다. 는   연결  집  키지 상  핀  통해 행 어야 하  문

, 들  는 집  크  가격  결 하는 다.

당 에(In the instant case),     어 한 비도 없   신  처리하  <10>

해  IC에 내  볼  어  비하는 에   /비 (visual)  잭  공하는

것  컨  비  신 나 라  신  같  가   에 는 람직하다. 러한 람직

한 특  러한 IC에 병합하  해 는, 러한 보   신  해 볼  어  공하도  별도  

 IC  사 하는 것  보통 필  한다. 러한 근  상당한 가 비  래한다. 라 , 러한 IC

 한 하  해, 다  도  해 IC 사에 해 미 공  IC 상에 또는 IC  단 /핀에 가

 능  결합하거나 다 시키는 것  람직하다. 본 에  사   같 , IC  핀  단 라

는 어는 동 어 다.

집  핀에 한 다양한 사 , 본 특허 원  양  (antecessor)  트 등(Best et al.)<11>

US  특허(  4,434,474 ),  클러 등(Steckler  et  al.)  US  특허(  4,293,870 )  ,   트라 (van

Straaten)  US 특허(  4,173,769 )에 시 어 다. 울  등(Paulos et al.)  US 특허(  5,594,442

)에는,  지  신 가 지  -엠 시 (de-emphasis)  칭하는  사 는 IC 핀에 연결

는 지  IC가 시 어 다. 하프 (Hafner)  US 특허(  4,675,550 )에는 다양한 압  갖는  개

 신  한 단   단  사 하는  시 어 다.

         루고  하는  과

그 핀에 고  신 가 공 는 IC  갖는 신  처리 시 에 ,  1 동  능  러한 신  해 핀에 <12>

공 , 가  신   경  라   2 동  능  러한 신  해 IC 내에 공 다.  2 동

능   신  에 해 동 하도  사    해  신 가 칭 가능하게 핀에 결합 다.  2

신 가 동 하도  칭  ,  1 동  능  단 고(defeated),  1 신 가 심하게 감쇠 도 ,  2

신 는 낮   피  핀에 결합 다. 가  2 신  핀에 결합시키지 않도  칭  , 

신  한 신  경   낮   피 는  거 , 그에 라  1 동  능   1 신  IC

 핀에 복 한다.

도  참 할  다.<13>

       

본 집 는 본  도시  사(Toshiba Company)에 해  TB1253AN 마 크 프 다. 도 1  <14>

IC   핀에 한 개략도  도시한다. 4.5MHz 사운드 캐리어 IF 신 가 핀 1에 결합 , 여   신 는

(14)에  폭 , FM 검 /복 (16)에 해 폭 고 복 다. 핀 50  지에 결합 는 커 시 (18)

갖는 DC 필  핀 , 핀 51  지에 결합 는 2200pF 커 시 (20)  갖는 -엠 시  핀 ,  커 시

(20)는 내  34KΩ 항(34)과 결합하여(도 2 참 ), 신   비  개 하  해 FM 신 에 공  프

리-엠 시  FM 신  균등 시키는  필 한 75usec -엠 시  특  공한다. 감쇠 (22)는  경

에 는 검 /복 (16)  라가 , 검 (16)  도  고 한 복   신 만 동 할 것

고   신 는 동 하지 않  것 , 는 러한  신  하  한 어 한 

치도 칩에 지 않았  문 다. 감쇠 (22)   역 FM   신  공하  
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해 핀 4에 결합 다. 그러나, 본  양상에 라, 칩  감쇠 (22)에 해 어   는  신  

가  할  도 , -엠 시  필  포함하는 핀 51    사 하는  후에 는  같

 가능하다.

도 2는 핀 51, 핀 53  핀 56에  IC  내  에 한 개략도  도시하 ,  핀 56  핀 51과 핀<15>

53에 한  다. 복  는 트랜지 (30  32)에 해 핀 51에 결합 , 여  -엠 시

 커 시 (20)는 75usec -엠 시  필  트워크  공하도  항(34)과 동 한다. 그런 다 , 핀 51

 신 는 트랜지 (36)에 결합   감쇠 (22)에 결합 다. 도 2에 도시  칩 내   나

지  본  어 한 도 하지 않 , 단지 라는 에  도시 어 다. 라 , 에

  특 한  하고, 도 2에 도시  칩 내  에 한 어 한 가  도 본  개

시하고/거나 청 하는  필 할  는 것  하고는 행 지 않  것 다.

핀 51에  -엠 시  필  커 시 는  신  경  내에 고, 본  양상에 라, 핀 51  <16>

 신  한 가 지 다. 한 칭  통해, 러한 근 , 컨  비  신  상  

   잭  도    신 에 한 볼  감쇠  얻는 비싸지 않   공한다.

라 , 핀 51에   신 가 낮  피  ,  커 시 (20)  피 보다  낮  에 해

가  문에, 러한 신 는 트랜지 (36)에 결합 고 감쇠 (22)에 결합 , 여 에   신 는 동

  다. 러한 동  행하는 가 도 3에 도시 어 다. 도 4는 N 채  MOSFET 트랜지  사 하

는  도시하 , 여  하는 에는 도 3과 같  참 가 여  다. 도 3  는 또한 도 4

에 , 간결  측 에  도 4에 별도  복해  지 않  것 다.

, 도 3  도 4  참 하 , 신  결합 드에 , 트랜지 (40  42)는 동 한 도 타 , 컨  NPN/N<17>

채  MOSFET 고,  공 원(VDD)과 지 사 에  직  연결 ,   신 가 결합 커 시 (44)

통해  트랜지 (40)  미 /  극  -엠 시  필  커 시 (20)  핀 51  도  것 다.

항(46)  트랜지 (40)  미  극  트랜지 (42)  컬  극에 결합한다.  공 원(VDD)

 결합  어  할 항(48, 50)  트랜지 (42)  포 상태에 ,  항(48  50) 사

연결  트랜지  동  특   에 도  트랜지 (40)  어 시킨다.

단 (70)에  보    신 (  신 )는 결합 커 시 (52)  연 항(54)  통해 트<18>

랜지 (40)   극에 결합 다. 폭   피 가 트랜지 (40)  미 /  극  낮

 피  병  항(46)  낮  항값, 여 는 680Ω 도 , 신  지 컬  갖는 트랜지

(40)는 미 /  우어(follower) 다. 러한 열  과는  가지 다. 첫째, 낮   피

는  신 에 한 커 시 (20)   역  과(adverse shunting effect)  차단한다. 째, 핀

51  지  결합  러한 낮   피  통해, 고  신 가 사실상 0  감쇠 어, 핀 51에 고

신    신 가 동시에 재하지 않게 다,    신 가 " "  상태  칭  ,  고  신 는

" 프"상태  칭 다.

도 3  도 4   칭 가능하게 어하  해, 트랜지 (59)  컬  극  트랜지 (40)  <19>

 극에 결합 고, 트랜지 (59)   극  연 항(60)  통해 어  없  어 단 (58)

결합 다. 에   신  결합 드에 , 트랜지 (59)는 어  없는 개  , 신  결합 

에 향  끼치지 않는다. 그러나,  신  " 프" 상태  칭하  해, 양  어 신 가 단 (58)에

가  , 트랜지 (59)는 포 , 트랜지 (40)   극  거  지 상태  강하시킨다. 트랜지

(40)는 역 어 (차단) ,  미 포 상태  트랜지 (42)도 차단 다. 러한 신  비-결합 열

과는  가지 다. 첫째, 트랜지 (40)가 차단 상태가 ,  상  신 가 핀 51에 결합 지 않

게  것 다. 째, 트랜지 (40)가 차단상태가 , 트랜지 (40)  미  극에 해 공  낮

  피 가 개  가 도  변 다. 째, 낮   피  다   항(46)  개

가 , 는 미 포 상태  트랜지 (42)가 그 어  상실하고, 차단 상태가 도  또한 

칭  문 다. 라 , 러한 비-신  결합 드에 , 고  신  감쇠가 거 고, 커 시 (20)  핀

51  하에 걸리는  개  피 가 거 ,  신  핀 51에 결합하는 것  거 , 고  신  

-엠 시  필  트워크가 상  동 한다.

컨    또는 원격 어 신 에 답하거나   칭  잭    플러그  삽<20>

/ 거함에 답하여, 마 크 프 (미도시)에 해 단 (58)에  어 신 는 생   다.

본 에  사   같 , 컨  IC  핀에  칭과 같  동  핀에  물리  리 어<21>
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 행 는 /  동  포함하 ,  러한 동  핀에 결합 다.

본 에  사   같 , 도 (conductivity) 타  컨  합 , 에피택 (epitaxial) , N 또는<22>

P 채  JFET, CMOS, MOSFET  등과 같  트랜지  하는  사 는 에 상 없  컨  NPN

또는 PNP 합 폴라 트랜지  미한다.

본 에  사   같 , JFET, CMOS  MOSFET  등  경우, 게 트,  어 극  합 트<23>

랜지   극과 같  것  고 , 드  극   극  합 트랜지  컬  극

 미  극과 같  것  고 다. 독립  것 지 또는 IC  지에 상 없  계 과 트랜지

 신  상  가능한 드  극   극에 칭  주 해야 한다.

본 에  사   같 , 고  신 는 IC  핀 51에 신 가 도착하  에 IC 내 에 신   가<24>

지고 었  신 ,  신 는 IC  에  래  신 다.

     과

상 한  같 , 본 , 집 (IC)  단  단 에  신  능  다  한  열에 <25>

다.

도  간단한 

도 1  집   핀에 한 개략도  러한 핀과   능(function)에 한 블 도  도시<1>

한 도 .

도 2는 도 1  집   에 한 개략도.<2>

도 3  본  양상에  신  결합   실시 에 한 개략도.<3>

도 4는 본  양상에  신  결합  또 다  실시 에 한 개략도.<4>

<도  주  에 한  ><5>

16: 검 /복 20: 커 시<6>

22: 감쇠<7>

도

    도 1
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    도 2

    도 3

    도 4
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